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Проблема определения оптических постоянных поглощающих кри­
сталлов состоит в том, чгго обратная задача нахождения оптических 
постоянных являсгся многопарамсгричной. Так для одноосного кри­
сталла необходимо определять пять параметров
N0 =n0 -гх0 Ne = л. IX. 0угол ^  , задающий ориентацию опти­
ческой оси), для ромбических кристаллов определяемых параметров бу­

дет шесть ( 
клинных

Nx = пх - ixx,Ny = пу - ixy,Nx = п2 ~ix2
)i

их будет
для моно- 

воссмь
( п \ *х \ ’ ^ 2  Щ lx 2 , N , Щ ix j , О _ задающий ориен­
тацию оси X относительно нормали к границе кристалла, ^  - параметр, 
определяющий степень моноклинности кристалла). Решение таких задач 
требует привлечение различных численных методов, что сопряжено с 
определенными трудностями.

Предлагаемый иммерсионный эллипсомсгрический метод определе­
ния оптических постоянных поглощающих одноосных, ромбических и 
моноклинных кристаллов во многом свободен от недостатков, присущих 
известным методам эллипсометрии. Он обладает достаточно большой 
общностью и дает возможность рассчитывать оптические постоянные 
поглощающих низкосимметричных кристаллов по измерениям на одной 
единственной грани кристалла.

Характерной чертой метода является возможное! ь определения абсо­
лютной матрицы отражения с помощью измерений относительной мат­
рицы отражения. Они осуществляются при падении света из среды с

показателем преломления И> (например, воздуха) и из среды с показате­

лем преломления Пг (иммерсия). Этим приемом удается выделить малый
вклад в эллипсометрические углы ^  и А , связанный с анизотропией 
кристалла.

Метод иммерсионной эллипсометрии дасг возможность не только 
увеличить число независимых измерений на одном срезе кристалла, но и 
получить аналитическое решение обратной задачи эллипсометрии как 
для одноосных, так и для низкосимметричных кристаллов. Предложен­
ный метод можно использовать на производстве для технологического 
контроля полупроводниковых приборов, что позволит получить эконо­
мию дорогостоящих материалов, а также постоянно и быстро проводить 
контроль качества.
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